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© VerguB eines Schaltungsaufbaus mit vibrationsdampfender Einbettungsmasse 

® Ein Schaitungsaufbau wird mit einer vibrationsdamp- 
fenden, thixotropen Einbettungsmasse (15) vergossen. 
Der Schaitungsaufbau umfaftt eine Grundplatte (2), eine 
darauf angebrachte elektrische Schaltung (4) mit elektri- 
schen Bauelementen (6) und eine zu der Schaltung (4) 
hingefuhrte flexible Leiterplatte (3), welche die Schaltung 
(4) mittels Leitungsdrahten (7) elektrisch kontaktiert. Die 
Bauelemente (6) einerseits und die Kontaktstellen (14) der 
Leitungsdrahte (7) an der flexiblen Leiterplatte (3) ande- 
rerseits werden in getrennten Arbeitsschritten mit der 
Einbettungsmasse (15) vergossen. 
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Beschreibung 


Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum VergieBen eines 
Schaltungsaufbaus mit einer vibrationsdampfenden, thixot- 
ropen Einbettungsmasse und einen derart vergossenen 5 
Schaltungsaufbau. 

Es ist bereits bekannt, Schaltungsaufbauten mit einer vi- 
brationsdampfenden, thixotropen Einbettungsmasse auf Si- 
likonbasis (sog. Silgel) zu vergieBen. Das Silgel weist die 
als Thixotropie bezeichnete Eigenschaft auf, sich unter Ein- 10 
wirkung eines beirn VergieBen angewendeten Dosierdrucks 
zu verfliissigen und sich nach dem Austria aus der Dosieran- 
lage wieder zu verfestigen. Durch den VerguB wird ein 
Schutz von elektrischen Kontakticrungen wie z. B. Bond- 
drahtverbindungen oder elektrisch leitenden Klebungen des 15 
Schaltungsaufbaus gegeniiber den z. B. in einem Kraftfahr- 
zeug (Kfz) auftretenden hohen Vibrationsbelastungen (bis 
etwa 40 g) erreicht. 

Aus der deutschen Patentanmeldung DE 197 12 842 ist 
ein Steuergerat fiir ein Kraft f ah rzeug bekannt, das eine auf 20 
einer Grundplatte angebrachte elektrische Schaltung auf- 
weist, die durch eine zu der Schaltung hingefiihrte flexible 
Leiterplatte kontaktiert ist. Die flexible Leiterplatte dient 
gleichzeitig als elektrische Gehausedurchfuhrung. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren 25 
anzugeben, mittels dem ein VerguB einer von einer flexiblen 
Leiterplatte kontaktierten elektrischen Schaltung mit einer 
thixotropen Einbettungsmasse auf kostensparende, prozeB- 
sichere und in bezug auf den erreichbaren Beschadigungs- 
schutz wirksame Weise durchgefuhrt werden kann. Ferner 30 
zielt die Erfindung darauf ab, einen kostengiinstig herstell- 
baren, vibrationsfesten Schaltungsaufbau der vorstehend an- 
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Die Aufgabenstellung wird durch die Merkmale der un- 
abhangigen Anspriiche gelost. 35 

Im Rahmen der Erfindung untemommene Versuche ha- 
ben gezeigt, daB es bei einem derartigen Schaltungsaufbau 
Schwierigkeiten bereitet, einen vibrationsdampfenden Ver- 
guB mit thixotroper Einbettungsmasse innerhalb eines Ar- 
beitsschrittes auf dem Substrat und an den Kontaktstellen 40 
der Leiterdrahte an der flexiblen Leiterplatte anzubringen. 
Wird eine Einbettungsmasse mit relativ hohem Thixotropie- 
grad auf das Substrat aufgebracht, muB dies mit einem ho- 
hen Dosierdruck erfolgen, damit die Einbettungsmasse beim 
Dosieren eine ausreichend geringe Viskositat annimmt, um 45 
sowohl die elektrischen Bauelemente als auch die Kontakt- 
stellen erreichen zu konnen. Durch den hohen Dosierdruck 
konnen Bonddrahtverbindungen geschadigt werden. Ferner 
kann infolge des hohen Thixotropiegrades die Schwierigkeit 
auftreten, daB sich die Einbettungsmasse zu schnell verfe- 50 
stigt und die Bonddrahtverbindungen dann nicht vollstandig 
umhullt werden, wodurch ein unzureichender Vibrations- 
schutz realisiert wird. Bei Verwendung einer Einbettungs- 
masse mit einem relativ niedrigen Thixotropiegrad konnen 
die vorstehend genannten Probleme zwar vermieden wer- 55 
den, es kommt jedoch zu einem ausgepragten VerflieBen der 
in diesem Fall relativ dunnfliissigen Einbettungsmasse auf 
der flexiblen Leiterplatte. Das VerflieBen hat zur Folge, daB 
eine groBe Menge an Einbettungsmasse benotigt wird. So- 
fern die flexible Leiterplatte als Gehausedurchfuhrung ver- 60 
wendet wird, ist femer nachteilig, daB eine groBdimensio- 
nierte Gehausegrundflache benotigt wird, um zu verhindern, 
daB sich die Einbettungsmasse bis in den Dichtungsbereich 
ausbreiten und dort spater Undichtigkeiten herbeifiihren 
kann. Hinzu kommt, daB aus Griinden der ProzeBsicherheit 65 
zusatzlich ein vergleichsweise groBer Grundfiachen-Tole- 
ranzbereich zum Verlaufen der Einbettungsmasse vorgese- 
hen sein muB, da sich gezeigt hat, daB die Einbettungsmasse 


(z. B. thixotropiertes Silgel) herstellerseitig mit betrachtli- 
chen Viskositatsschwankungen geliefert wird. Insgesamt hat 
sich herausgestellt, daB eine ausreichend prozeBsichere Do- 
sierung der thixotropen Einbettungsmasse innerhalb eines 
Arbeitsschrittes, wenn uberhaupt, nur mit kostenintensiven 
zusatzlichen MaBnahmen (z. B. dem Hinzufugen von Bar- 
rieren gegen das Verlaufen der Einbettungsmasse) und/oder 
unter Inkaufnahme von groBen Gehausedimensionen er- 
reichbar ist. 

Durch das erfindungsgemaBe VergieBen des Schaltungs- 
aufbaus in (mindestens) zwei Arbeitsschritten werden die 
genannten Schwierigkeiten uberwunden. Es wird eine ver- 
gleichsweise geringe Menge an thixotroper Einbettungs- 
masse benotigt. Vorteilhaft ist ferner, daB wesentlich weni- 
ger Platz (d. h. Grundplattenflache) fiir das VerflieBen der 
Einbettungsmasse bereitgehalten werden muB, da der Ver- 
flieBbereich aufgrund der sich bei einer geringeren Menge 
an Einbettungsmasse starker auswirkenden Oberflachen- 
spannung deutlich reduziert ist. Dicser Effckt tritt besonders 
bei dem VerguB der Kontaktstellen zutage. 

Grundsatzlich konnen die beiden Arbeitsschritte mit Ein- 
bettungsmassen unterschiedlichen Thixotropiegrads durch- 
gefuhrt werden. Vorzugs weise wird zum VerguB der elektri- 
schen Bauelemente und zum VerguB der Kontaktstellen je- 
doch dieselbe Einbettungsmasse mit demselben Thixotro- 
piegrad verwendet, da in diesem Fall der GesamtprozeB ko- 
stengunstiger mit nur einer VerguBanlage durchgefuhrt wer- 
den kann. 

Eine erste bevorzugte Ausfiihrungsvariante der Erfindung 
kennzeichnet sich dadurch, daB das Substrat mit den darauf 
angebrachten elektrischen Bauelementen ganzfiachig ver- 
gossen wird. In diesem Fall wird eine maximale ProzeBge- 


Bei einer zweiten, ebenfalls bevorzugten Ausfiihrungsva- 
riante der Erfindung werden zumindest einige der auf dem 
Substrat angebrachten elektrischen Bauelemente mit einem 
EinzelverguB versehen. Der Vorteil besteht darin, daB noch 
weniger Einbettungsmasse als bei der ersten Variante beno- 
tigt wird, was die Materialkosten minimiert. 

Besonders bei der ersten Ausfiihrungsvariante ist es be- 
vorzugt, wenn das Substrat in einer Vertiefungszone der 
Grundplatte angeordnet ist oder die Grundplatte mit einer 
das Substrat umlaufenden Grabenstruktur ausgefuhrt ist. In 
beiden Fallen kann uber den Substratrand iibertretende Ein- 
bettungsmasse in der Vertiefungszone oder der Grabenstruk- 
tur aufgefangen werden. 

Beziiglich des rnit dem VergieBen der Kontaktstellen zu- 
sammenhangenden zweiten Arbeitsschrittes konnen ein- 
zelne Kontaktstellen entweder einzeln oder auch gemeinsam 
vergossen werden. 

Mit besonderem Vorteil wird der erfindungsgemaBe 
Schaltungsaufbau in einem Steuergerat fiir den Einbau in ein 
Kfz-Getriebe oder einem Kfz-Motor eingesetzt, wobei in 
dem Steuergerat die flexible Leiterplatte zwischen der 
Grundplatte und einem mit der Grundplatte oldicht gekop- 
pelten Gehausedeckel durchgefuhrt ist. 

Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung sind 
in den Unteranspruchen angegeben. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand von zwei Aus- 
fuhrungsvarianten unter Bezugnahme auf die 2^eichnung er- 
lautert; in dieser zeigt: 

Fig. 1 eine schemadsche Schnittdarstellung eines Getrie- 
besteuergerats mit erfindungsgemaBem Schaltungsaufbau, 
das zum Einbau in ein Getriebe vorgesehen ist; 

Fig. 2 eine schematische Schnittdarstellung einer ersten 
Ausfiihrungsvariante der Erfindung; 

Fig. 3 eine schematische Schnittdarstellung einer zweiten 
Ausfiihrungsvariante der Erfindung; 
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Fig. 4 eine schematische Schnittdarstellung der ersten 
Ausfuhrungsvariante mit einer Vertiefungszone in der 
Grundplatte; 

Fig. 5 eine schematische Schnittdarstellung der ersten 
Ausfuhrungsvariante mit einer Grabenstruktur in der Grund- 5 
platte; 

Fig. 6 eine schematische Schnittdarstellung einer flexi- 
blen Leiterplatte im Bereich einer Kontaktstelle; und 

Fig. 7 eine schematische Darstellung eines erfindungsge- 
maBen Schaltungsaufbaus mit Einzel- und Mehrkontaktstel- 10 
lenverguB in Draufsicht. 

Fig. 1 zeigt ein Getriebesteuergerat 1 zum Einbau in ein 
Getriebe. Auf eine metallische Grundplatte 2, die vorzugs- 
weise aus Aluminium besteht, ist eine flexible Leiterplatte 3 
mit einem olbestandigen Klebstoff oldicht aufgeklebt (aufla- 15 
miniert). Die flexible Leiterplatte 3 umgibt allseitig eine 
elektrische Schaltung 4 bestehend beispielsweise aus einem 
Keramik-Leiterplattensubstrat 5 (LTCC-Substrat) und dar- 
auf angebrachten elektrischcn Bauelementen 6. Das Kera- 
miksubstrat 5 ist in einem zentralen Bereich der Grundplatte 20 
2 auf diese mittels eines Warmeleitklebstoffs aufgeklebt. 
Die elektrische Kontaktierung der elektrischen Schaltung 4 
zur flexiblen Leiterplatte 3 erfolgt uber Leitungsdrahte 7 
vorzugsweise in Form von Al-Dickdrahtbondungen (Dicke 
der Leitungsdrahte 7 etwa 300 um). 25 

Ein Gehausedeckel 8 ist mit der metallischen Grundplatte 
2 durch eine AnpreBverbindung, realisiert durch Befesti- 
gungselemente 9, unter Verwendung einer Ringdichtung 10 
oldicht gekoppelt. Die flexible Leiterplatte 3 ist zwischcn 
der Ringdichtung 10 und der metallischen Grundplatte 2 aus 30 
dem Innenraum des Steuergeratgehauses 2, 8 herausgefuhrt 
und kontaktiert auBerhalb des Steuergeratgehauses 2, 8 an- 
gecrdnste Eiektrcbauteile, beispielsweise einen Tempera- 
tur sensor 11. 

Die Fig. 2 bis 7 erlautern den in Fig. 1 nicht dargestellten 35 
VerguB der elektrischen Bauelemente 6 und der Kontaktstel- 
len 14 zwischen den Leitungsdrahten 7 und der flexiblen 
Leiterplatte 3 mil einer thixotropen Einbettungsmasse 15. 
Es hat sich gezeigt, daB ein VerguB der Bauelemente 6 auf 
dem Substrat 5 zumindest immer dann erforderlich ist, wenn 40 
die Bauteile 6 durch Kontaktklebung, LaserschweiBen oder 
Loten auf dem Substrat 5 kontaktiert sind. 

Bei der im Rahmen der Erfindung verwendeten thixotro- 
pen Einbettungsmasse 15 handelt es sich vorzugsweise um 
thixotropiertes Silgel. Thixotropiertes Silgel ist ein Gel mit 45 
hohem Silikonanteil, das zur Erzielung einer ausreichenden 
Standfestigkeit mit einem Thixotropiermittel versetzt ist. Es 
weist unmittelbar nach dem Austria aus einer Dosieroff- 
nung einer Dosieranlage eine Viskositat etwa vergleichbar 
mit einer Fliissigkeit auf. Im mechanisch unbelasteten Zu- 50 
stand verfestigt sich das Silgel bis zu einer Viskositat ver- 
gleichbar mit Honig und ist dann in der Lage, die im folgen- 
den beschriebenen und dargestellten VerguBstrukturen auf- 
zubauen. Nicht-thixotropiertes Silgel (das ebenfalls 
schwach thixotrope Eigenschaften aufweist) ist nahezu eine 55 
Fliissigkeit und daher fur die erfindungsgemaBe Verwen- 
dung zu dunnfliissig. 

Nach Fig. 2 wird in einem ersten Arbeitsschritt die ge- 
samte Oberseite des Substrats 5 mit samtlichen darauf be- 
findlichen elektrischen Bauelementen 6 vergossen. Es ergibt 60 
sich eine (in Fig. 2 ubertrieben dargestellte) gewolbte Ver- 
guBstruktur. 

Dabei werden eine Dicke von beispielsweise 30 um auf- 
weisende elektrische Bonddrahtverbindungen 12 (sog. 
Diinndrahtbondungen), die zwischen den elektrischen Bau- 65 
elementen 6 und Kontaktpads 13 an in dem Keramiksubstrat 
5 integrierten Leiterbahnen verlaufen und vorzugsweise aus 
Gold gebildet sind, von der Einbettungsmasse 15 vollstan- 
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dig umhullt. Auch Gegenkontaktstellen 22 zwischen den 
Leitungsdrahten 7 und den integrierten Leiterbahnen kon- 
nen dabei von der Einbettungsmasse 15 umhullt werden. 

In einem zweiten Arbeitsschritt werden die Leitungs- 
drahte 7 an ihren Kontaktstellen 14 auf der flexiblen Leiter- 
platte 3 ebenfalls mit thixotropiertem Silgel vergossen. Der 
VerguB kann lokal, d. h. einzeln fur jede Kontaktstelle 14 er- 
folgen, oder es konnen mehrere benachbarte Kontaktstellen 
14 mit einem zusammenhangenden Strang 16 aus Einbet- 
tungsmasse 15 (siehe Fig. 7) uberzogen werden. 

Fig. 3 zeigt eine zweite Ausfuhrungsvariante, bei der im 
ersten Arbeitsschritt die elektrischen Bauelemente 6 auf 
dem Keramiksubstrat 5 einzeln vergossen werden. Auch 
hier sind die Dunndraht-Bonddrahtverbindungen 12 der 
elektrischen Bauelemente 6 vollstandig von der Einbet- 
tungsmasse 15 umhullt. 

Der zweite Arbeitsschritt (VerguB der Kontaktstellen 14 
an der flexiblen Leiterplatte 3) erfolgt in der bereits anhand 
Fig. 2 erlauterten Weise. In einem weiteren VerguBschritt 
werden die Leitungsdrahte 7 an den substratseitigen Gegen- 
kontaktstellen 22 mit Einbettungsmasse umhullt. 

Bei beiden Ausfiihrungsvarianten ist die Reihenfolge der 
beiden Arbeitsschritte beliebig. Wichtig ist jedoch, daft die 
Einbettungsmassen 15 uber dem Keramiksubstrat 5 und den 
Kontaktstellen 14 in getrennten Dosierablaufen aufgebracht 
werden. Ublicherweise wird eine Dosieranlage mit einer 
einzigen Dosieroffhung eingesetzt und die Dosieroffhung 
wird relativ zu dem Schaltungsaufbau 1 unter Einsatz eines 
automatischen Positioniersystems mit optischer Lageiiber- 
wachung verfahren. 

GemaB Fig. 4 kann das Keramiksubstrat 5 in eine Vertie- 
fungszone 18 der Grundplatte 2 eingesetzt sein. Die Vertie- 
fijngszone i^s v/eist groBere seitlichs Dimensionen als dss 
Keramiksubstrat 5 auf, so daB umfangsscitig des Keramik- 
substrats 5 ein umlaufender Spaltbereich 17 verbleibt, in 
welchem Einbettungsmasse 15 aufgefangen werden kann, 
welche gegebenenfalls uber den Substratrand tritt. Dadurch 
wird die ProzeBsicherheit beim ersten Arbeitsschritt gunstig 
beeinfluBt, da herstellungsbedingte X^skositatsschwankun- 
gen der Einbettungsmasse durch das Auffangen im umlau- 
fenden Spaltbereich 17 kompensiert werden. 

Dasselbe Ziel kann gemaB Fig. 5 mit einer um das Kera- 
miksubstrat 5 herumlaufenden Grabenstruktur 19 erreicht 
werden. 

Fig. 6 zeigt den Aufbau der flexiblen Leiterplatte 3 im Be- 
reich einer Kontaktstelle 14. Die flexible Leiterplatte 3 ist 
mit einem olbestandigen Klebstoff 20 auf die Grundplatte 2 
auflaminiert und umfaBt zwei Kunststoffolien 3.1 und 3.5, 
zwischen denen eine elektrische Leiterbahn 33 unter Ver- 
wendung von KlebstofTschichten 3.2 und 3.4 eingebettet ist. 

Im Bereich der Kontaktstelle 14 sind die deckenseitige 
Kunststoffolie 3.5 und Klebstoffschicht 3.4 ausgespart und 
die elektrische Leiterbahn 33 ist in diesem Bereich mit ei- 
ner Kontaktmetallbeschichtung 21 (z. B. 2-4 um Nickel und 
dariiber 0,2-0,4 pm Gold) versehen. Der Leitungsdraht 7 ist 
an die Kontaktmetallbeschichtung 21 angebondet. 

Die beim Dosiervorgang aufzubringende Menge an Ein- 
bettungsmasse 15 ist so zu bemessen, daB eine minimale er- 
forderliche VerguBhohe von etwa 400 um uber der Kontakt- 
metallbeschichtung 21 erreicht wird. Die Menge kann ge- 
ring gehalten werden, da die Einbettungsmasse 15 infolge 
der Oberflachenspannung einen halbkugelformigen Tropfen 
(bzw. als Strang - siehe Fig. 7 - einen im wesentlichen halb- 
kugelformigen Strangquerschnitt) ausbildet. Unterstiitzt 
wird dieser Effekt dadurch, daB die Kontaktmetallbeschich- 
tung 21 gegeniiber der Oberflache der flexiblen Leiterplatte 
3 vertieft liegt (der Abstand zwischen der Kontaktmetallbe- 
schichtung 21 und der Leiterplattenoberflache kann bei- 
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spielsweise etwa 50 betragen). Fig. 6 macht deutlich, 
daB praktisch kein VerfiieBen der Einbettungsmasse 15 im 
Bereich der Kontaklstelle 14 auftritt, und zwar auch dann, 
wenn im zweitcn Arbeitsschritt dassclbc (relativ schwach 
thixotropierte) Silgel als Einbettungsmasse 15 wie im ersten 5 
Arbeitsschritt eingesetzt wird. 

Fig. 7 zeigt eine schematische Darstellung der flexiblen 
Leiterplatte 3 mit Keramiksubsirat 5 (Bestuckung und Ver- 
guB desselben nicht dargesteilt) in Draufsicht. Die Kontakt- 
stellen 14 konnen irn zweiten Arbeitsschritt wie bereits er- 10 
wahnt entwedereinzeln oder durch einen Strang 16 aus Ein- 
bettungsmasse 15 gemeinsam vergossen werden. 

Patentanspruche 

15 

1. Verfahren zum VergieBen eines Schaltungsaufbaus, 
welcher 

- eine Grundplaite (2), 

- eine elektrische Schaltung (4), die ein auf der 
Grundplatte (2) angebrachtes, mit elektrischen 20 
Bauelementen (6) bestucktes Substrat (5) auf- 
weist, und 

- eine zu dem Substrat (5) hingefuhrte flexible 
Leiterplatte (3), wclchc die elektrische S chaining 
(4) mittels Leitungsdrahten (7) elektrisch kontak- 25 
tiert, 

umfaBt, mit einer vibrationsdampfenden, thixotropen 
Einbettungsmasse (15), in welchem die auf dem Sub- 
strat (5) angeordneten Bauelemcnte (6) einerseits und 
Kontaktstellen (14) der Leitungsdrahte (7) an der flexi- 30 
blen Leiterplatte (3) andererseits in getrennten Arbeits- 
schritten mit thixotroper Einbettungsmasse (15) ver- 
gossen werden . 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB zum VerguB der elektrischen Bauelemente (6) 35 
und zum VerguB der Kontaktstellen (14) dieselbe Ein- 
bettungsmasse (15) mit demselben Thixotropiegrad 
verwendet wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Substrat (5) mit den darauf ange- 40 
brachten elektrischen Bauelementen (6) ganzflachig 
vergossen wird. 

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnct, daB zumindest cinige der auf dem Substrat (5) 
angebrachtcn elektrischen Bauelemente (6) mit eincm 45 
EinzelverguB versehen werden. 

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Bauelemente (6) 
durch Kontaktkleben, SchweiBen oder Loten auf dem 
Substrat (5) kontaktiert sind. 50 

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB einzelne Kontakt- 
stellen (14) einzeln vergossen werden. 

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB mehrere Kontakt- 55 
stellen (14) gemeinsam vergossen werden. 

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die thixotrope Ein- 
bettungsmasse (15) ein mit einem Thixotropiermittel 
versetztes Gel auf Silikonbasis, insbesondere thixotro- 60 
piertes Silgel ist. 

9. Schaltungsaufbau, mit 

- einer Grundplatte (2), 

- einer elektrischen Schaltung (4), die ein auf der 
Grundplatte (2) angebrachtes, mit elektrischen 65 
Bauelementen (6) bestucktes Substrat (5) umfaBt, 
und 

- einer uber der Grundplatte (2) zu dem Substrat 


(5) hingefuhrten flexiblen Leiterplatte (3), welche 
die elektrische Schaltung (4) mittels Leitungs- 
drahte (7) elektrisch kontaktiert, bei welchem 
uber dem Substrat (2) eine erste VerguBstruktur beste- 
hend aus thixotroper Einbettungsmasse (15) und uber 
den Kontaktstellen (14) der Leitungsdrahte (7) an der 
flexiblen Leiterplatte (3) eine gesondert von der ersten 
VerguBstruktur aufgebrachte zweite VerguBstruktur 
ebenfalls bestehend aus thixotroper Einbettungsmasse 
(15) vorgesehen ist. 

10. Schaltungsaufbau nach Anspruch 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Substrat (5) in einer Vertiefungs- 
zone (18) der Grundplatte (2) angeordnet ist, 

11. Schaltungsaufbau nach Anspruch 9 oder 10, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Grundplatte (2) mit ei- 
ner das Substrat (5) umlaufenden Grabenstruktur (19) 
ausgefuhrt ist. 

12. Steuergerat fur den Einbau in ein Kfz-Getriebe 
oder einen Kfz-Motor, das einen Schaltungsaufbau ge- 
maB einem der AnsprQche 8 bis 10 aufweist. 

13. Steuergerat nach Anspruch 12, bei dem die flexible 
Leiterplatte (3) zwischen der Grundplatte (2) und ei- 
nem mit der Grundplatte (2) oldicht gekoppelten Ge- 
hauscdeckel (8) durchgefuhrt ist. 
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AN: PAT 2001-161378 

TI : Hybrid component manufacture/encapsulation technique having 
component connected substrates and flexible circuit wire 
connections/pad connection with semi solid sticky blob 
substrate placed forming partial encapsulation. 

PN: FR2795908-A1 

PD: 05.01.2001 

AB: NOVELTY - The hybrid component manufacture technique has a 
substrate (5) base plate (2) mounted and with electrical 
components (6) . A flexible printed circuit (3) has contact 
wires to contact pads on the substrate. Partial encapsulation 
is carried out by placing a blob (15) of semi solid material 
which sticks to the substrate base and deadens component and 
wire contact vibrations.; USE - Hybrid microelectronics circuit 
encapsulation. ADVANTAGE - Economical and reliable method of 
electrical circuit encapsulation. DESCRIPTION OF DRAWING (S) - 
The figure shows a section through the hybrid substrate during 
the partial encapsulation manufacture stage substrate 5 base 
plate 2 electrical components 6 printed circuit 3 blob 15 
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